SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOR

zur Steuerung von Ziffern- und Zeichen-Anzeigershren

Mechanische Daten:
Gehduse: Metall, JEDEC TO-18,
18 A 3 DIN 41 876

Der Kollektor ist mit dem
Gehduse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

¢ 048
max

4 =::
?’\'\Oﬂx ——

53max ¢ 12.7min

BSV 68

V720035

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 110 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 100 vV
Kollgktorstrom, Scheitelwert -IC M = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei %U é 25°¢ Ptot = max. 250 mW
Sperrschichttemperatur sJ = max. 150 °c
Gleichstromverstérkung S

bei -UCE =51V, -IC = 25 mA B = 30
Transit-Frequenz . s

bei -UCE =5V, -Ic = 25 mA fT = 50 MHz

VALVO TRANSISTOREN

6.71
421



BSV 68

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 85 max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0, -IC = 10 pA: -UCB o = max. 110 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung 1.2
bei Ry = 10 kQ, -I, = 10 yA:  -Uyp p = max. 110 V )
bei IB =0, —IC = 100 pA: -UCE o = max. 100 V
Emitter-Sperrspannung bei IC =0, -IE = 10 pA: -UEB o = max. 6 V
Kollektorstrom, Mittelwert: -Ic Ay = max. 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: -IC M = max. 100 mA 3)
Basisstrom, Scheitelwert: -IB M = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei SU g 25%C: Ptot = max. 250 mW
Sperrschichttemperatur: 3y = max. 150 °
Lagerungstemperatur: es = min. -65 °
3 = max. 150 °
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 0,5 K/mW
300 VZ 731042
Piot max
(mW)
200
100
0
0 50 100 150 By (0

3

o

Betrieb im Durchbruchsgebiet ist zuldssig, sofern 'IC é 10 pA bei 8U = 70°C

bleibt.

Die zuldssige induktive Belastung betrdgt max. 4 mH in Reihe mit 4 kQ bei
einem Kollektorstrom (vor dem Ausschalten) von 25 mA.

Die zuldssige kapazitive Belastung betrégt max. 100 pF bei einer Kollektor-
spannung -UCE R max V°T dem Einschalten.
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BSV 68

Kennwerte: bei eJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom ° <
bei -UCB = 100 V, IIL= 0, &J = T70°C: -ICB 0 = 5 pA
Kollektor-Emitter-Reststrom <
bei -UCE =110 V, RBE = 10 kQ: -ICE R = 10 pA
Emitter-Reststrom <
bei -UEB =6 V,»Ic = 0: -IEB 0 = 10 HA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei -IC = 25 mA, -IB = 2,5 mA: -UCE sat = 250 mV
Basisspannung R
bei -IC = 25 mA, —IB = 2,5 mA: -UBE sat 900 mV
Gleichstromverstérkung >
bei -U.. =5V, -I_ = 10 mA: B & 30
CE c N
bei -UCE =51V, -IC = 25 mA: B = 30
Transit-Frequenz N
bei -U.. = 5V, -1, = 25 mA, f, = 35 MHz: ) 95 (£ 50) MHz
Kollektorkapazitdt <
bei. —UCB =10V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 5 pF
100 V2731043
-lcao /-
(nhY ~Ucg=100V
10
va
/
1
7
4] /
V4
0,01
0 50 100 o, o) 150
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BSV 68

1Z 731044
100 T
T
B | 1-Ucg=5V
19, =26°C ; h
75 H
1,
7
50 =
25
0
00! (] 1 10 -Ig (mA) 100
VZ 731045
100 mEER
fr I /,'
“Ucg=z S5V
(MHz) fu - 35 MHz 4
™ 9 =25°C
/'
I'
50 7
v
4
25
0
0l 1 10 -Ip (mA) 100
IO VZ 731046
Ce
(pF) Ie- 0
I s IMHz
92 25°C
5
———t—
0
0 ‘ 10 20 _yeg (V)
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SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOR

fidr Schalteranwendungen

Mechanische Daten:
Geh#use: Metall, JEDEC T0-39,
5 C 3 DIN 41 873

Der Kollektor ist mit dem
Geh#iuse leitend verbunden.

MaBSangaben in mm.

9048
max

»
—

BSW 65

—
66max 12,7min
VX 720033
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung Usgg g =max. 80 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ugg ¢ = max. 80 V
Kollektorstrom, Scheitelwert Ic u = max. 2 A
Gesamtverlustleistung bei 3; = 100°C Piot = max. 2,85 W
bei 9y = 45°C Piot = max. 0,7 W

Sperrschichttemperatur 8y = max. 200 °C
Gleichstromverst#rkung S

bei Ugg = 5 V, -Ip = 10 mA B = 170 (5 30)

bei'Ugg = 5 V, -Ig = 500 mA B = 70 (2 30)
Kollektor-Emitter-Restspannung

bei I = 500 mA, Ip = 50 mA UG sat & 400 mwv
Transit-Frequenz

bei Ugg = 20 V, -Ig = 100 mA fo - 80 MHz

VALVO TRANSISTOREN
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BSW 65

Absolute Grenzwerte: (giltig bis &

)

J max
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 80 V
Kollektor-Emitter~Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 80 V
Emitter~Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 6 V
Kollektorstrom, Mittelwert (tav = max. 20 ms): IC Ay = mex. 1 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 2 A
Gesamtverlustleistung: Ptot = max. 5 W
Sperrschichttemperatur: GJ = max. 200 °C
Lagerungstemperatur: SS = min. -65 °C
8 = max. 200 °C
Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 220 K/W
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Geh#use: Rth G é 35 K/W
s VX 73060t vZ 731119
Plo'mcx
W) Pot max
W)
N
4 1
A\
N N
A
N
2 05
A
N
N,
N\ h N
N
0 200 0 "
0 100 9 (°C) 0 100 dy () 200

1.76
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Kennwerte:

Kollektor-Reststrom

bei UCB =40V, IE.= H .

bei UCB =40V, IE = 0, 3J = 150 C:

bei UCB =80V, IE = 0:
Emitter~Reststrom

bei UEB =3V, Ic = 0:

bei UEB =6V, IC = 03
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei Ic = 100 mA, IB = 0:

Kollektor~Emitter-Restspannung
bei IC = 100 mA, IB = 10 mA:
bei Ic = 500 mA, Iz = 50 mA:

bei IC = 1A, IB = 150 mA:
Basisspannung
bei Ic = 100 mA, IB = 10 mA:

bei IC = 500 mA, IB = 50 mA:

bei IC =1A, IB = 150 mA:
Gleichstromverstiérkung
bei U,, =5V, -IE = 10 mA:

CB
bei Uop = 5 V, -1, = 100 mA:
=5V, I, = 500 mA:

CB
bei UcB
=5V, -IE =1 A:

bei UCB

Transit-Frequenz
bei Upp = 20 V, -Ip = 100 mA:

Kollektorkapazitit
bei UCB =10V, IE =0, £ =1 MHAz:
Emitterkapazitit

bei U =0V, I

EB =0, f =1 MAz:

C

Einschaltzeit
bei ch = 500 mA, IBx
und -UBE Y= 4 V:
Ausschaltzeit

bei Ioy = 500 mA, I, = =Iy, = 50 mA:

50 mA

bei 8, = 25°C, sofern nicht anders angegeben)
J

<
I o =
1 S
CB O <
1 =
CB O
<
Igp o p
I =
EB 0
U(Br) CE 0 =
£
UCE sat z
U =
CE sat <
U =
CE sat
<
UBE sat 2
U =
BE sat <
U. =
BE sat
B =
B =
B =
B =
fT =
c s
c
c s
e
t . =
ein
t =

aus

BSW 65

100 nA
50 A
100  pA
100 nA
100 pA
80 Vv
150 mV
400 v
1 Vv
9 Vv
1V
1,2 V
70 (2 30)
75 (2 40)
70 (2 30)
45 (2 15)
80 MHz
35 pF
650 pF
0,5 us

1,0 us
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BSW 65

MeB8schaltung MeBschaltung
fiir Schaltzeiten: fiir Durchbruchspannung U(BR) CE o°

av : 150mH

2000 I ’
oV_l L 2k0 sov

fpE Sus
£310ns 50Q 150Q 25Q
#$10ns

vznoas -65V +13v +20V +6V vznosm
Cc 1 600
(pF) Ce
80 (pF)
0 500 Tc:0 -

80 ¥, 2259 ¥, 2259(
400

“op
300

20
200

00 10 20 30 0 2 4 6
Ueg(V) Ugg (V)
176 VALVO TRANSISTOREN

442



BSW 65
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BSX 59
BSX 60
BSX 61

f NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

fiir Treiberstufen in Magnetkernspeichern

-

Mechanische Daten:

Geh#éiuse: Metall, JEDEC T0-39,
5 C 3 DIN 41 873

Der Kollektor ist mit dem
Gehduse leitend verbunden.

MaBangaben in mm,

66max 12,7min
VX 72008

Kurzdaten: BSX 59 BSX 60 BSX 61
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 70 70 70 Vv
Kollektor-Emitter-~Sperrspannung UCE o = max. 45 30 45 Vv
N— e ——

Kollektorstrom IC = max. 1 A
Gesamtverlustleistung bei SU é 2500 Ptot = max. 0,8 w
Sperrschichttemperatur - &J = max. 200 °c
Gleichstromverstirkung

bei UCE =1V, IC = 500 mA B = 30...90
Transit-Frequenz >

bei UCE =10 V, IC = 50 mA fT = 250 MHz
Ausschaltzeit <

bei ICx = 500 ma, IBx = -IBY = 50 mA taus = 60 70 100 ns

VALVO TRANSISTOREN 8.71
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BSX 59

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BSX 60
BSX 61

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 95 max) BSX 59 BSX 60 BSX 61
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 70 70 70V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 45 30 45 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB 0= max. 5 5 §IV
Kollektorstrom: IC = max. 1 A
Gesamtverlustleistung bei sU é 25°%C: Ptot = max. 0,8 w
Sperrschichttemperatur: &J = max. 200 °
Lagerungstemperatur: 88 = min. -65 °c
9 = max. 200 °c
S
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 220 K/W
zwischen Sperrschicht und Gehiuse: Ry 6 s 43 K/W
zwischen Sperrschicht und Gehduseboden: Ry 6 S 35 K/W
vZ 731119
Prot max
W)
!
AN
N
N,
05
N
\\
N
A N
N
0
0 100 9y ('C) 200
1.76 VALVO TRANSISTOREN
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'BSX 59
BSX 60
BSX 61

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Kennwerte:
bei §, = 25°C, sofern nicht anders angegeben
7 BSX 59 BSX 60 BSX 61
Kollektor-Reststrom <
i = =%: = 0
bei UCB 40 VvV, IE 0: ICB 0 500 500 50 nA
bei U =40V, I_ =0
' CB o) "E <
und SJ = 150 C: ICB 0o = 300 300 300 RA
Emitter-Reststrom <
i = = H = 5
bei UEB =4V, IC = 0: IEB 0 300 300 00 nA
bei U =4V, I =
EB o). °C <
= H = 5
und GJ = 150°C: IEB 0 50 50 0 pA
Kollektor-Emitter-Reststrom < \
i = - = : S 1
bei UCE 40 Vv, UBE 4 V: ICE v 500 500 000 nA
bei U =40V, -U =4V
CE o BE <
= : = 500
und SJ 150°C: ICE v 300 300 LA
Negativer Basisstrom <
bei UCE =40V, -UBE =4YV: -IB = 500 500 1000 nA
bei U =40V, -U__ =4V
und s§E= 150°c: BE -1, S 300 300 500 A
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei I, = 150 ma, Ip = 15 mA: Uek sat ? 0,3 0,3 0,5 v
bei Ip = 500 mA, I = 50 mA: Uop sat = , )5 v
. <
bei IC = 14, IB = 100 mA: UCE sat = 1,0 1,0 1,3 v
Basisspannung <
bei Iy = 150 mA, I = 15 mA: Upk sat = 1,0 1,0 1,0 v
; - - . = - - -1,3
bei IC 500 mA, IB 50 mA: UBE sat < 0,85-1,2 0,7-1,3 0,7-1, v
bei IC = 1 4, IB = 100 mA: UBE sat = 1,8 1,8 1,8 A
Gleichstromverstirkung > > >
bei Uop =1V, I, = 150 ma: B = 70(230) 90(230) 105(=30)
bei UCE =1V, IC = 500 mA: B = 30-90 30-90 30-90
bei U, =5V, I.= 1 A: B = 40(220) 50(225) 55(220)
CE c — -
Transit-Frequenz 5 >
bei U, = 10V, I, = 50 mA: tn = 450(£250) 475 (£250) MHz
———
Kollektorkapazitit v
bei U, =10V, I_ = 0
und £°B 1 wm. B c, = 6 (2 10) pF
Emitterkapazitdt
bei U =0,5V, I,=0
und %8 1 MAz. @ © c, = 36 (S 50) pF
Speicherladung 1) <
bei ICX = 500 mA, IBX = 50 mA: QS = 5 nC

1) MeBschaltung auf der nichsten Seite

VALVO TRANSISTOREN 84;}




BSX 59
BSX 60
BSX 61

Kennwerte, Fortsetzung: (bei 8; = 25°¢)

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BSX 59 BSX 60 BSX 61

Einschaltzeit -
beim Einschalten von -U. =2V
BE Y < < ¢

auf I, = 500 mA, Ipy = 50 mA: toin = 17 (=35) 17 (=40) 18 (=50) ns
Ausschaltzeit
beim Ausschalten mit -I = 50 mA

1., = 500 mA, I 50 ma: ¢ =45 (S60) 58 (570) 70 (£100) ns
von lex T * BX © : aus = = =

BSX5961 1009

t ; 500 ns
P <
t = 5 ns
Fo<

VD 71 0135 tf = 5 ns
R = 504Q

375V 24,75V -16,7V -4V -3V

C=0.;OOpF
] —{ __}+—030v
A | 6o
vyo———( 1+ —OU;
18092
1 1
| VD 710134 1
QS = opt ) Ul
8.71 VALVO TRANSISTOREN
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BSX 59

I1

BSX 60
BSX 61

widhrend des Abschaltens mit -Ubat B= 4V, RBE =39 Q

fiir periodischen Impulsbetrieb
ty (volle Linie) bei ¢ < 0,1 ps, Vg = 0,25
t, (gestrichelt) bei t S 1,0 us, Vg = 0,25

10L 7261321.1v1 10‘ — 7261320.1v
BSX59 31— BSX6!
BSX61 + 0
< L g = 25°C
IC "G = 25°C [C
(mA) (mA)
103 103
N N
N\ N
A}
AN
N
Erlaubter N Erlaubter
Arbeitsbereich N Arbeitsbereich N
102 Lfir 6 o \‘ 102 |fur Gleichstrom
‘\ A\
AV
N\ N\
N \
N
10 : 10
1 10 Uge V) 102 1 10 Ucg V) 102
1 b 72613221V : 10[‘ 7261319.1v1
0 BSX59 BSX60
BSX61
Ic Ic
(mA) (mA)
103 10°
\
t.
1
MAW \
y \
\ \
¥ \
I t2\ I 2 \
102 102
Erlaubter I Erlaubter o
Arbeitsbereich Arbeitsbereich]
10 10
1 10 Uee (V) 102 1 10 Uee (V) 102
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SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXTAL - TRANSISTOREN
ndungen

fir NF-Endstufen und fiir Schalteranwe

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC T0-39,
5 C 3 DIN 41873

Der Kollektor ist mit dem
Gehtuse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

J

BSX 62
BSX 63
BSX 64

9048

12,7min

VX 720033

max
——

S—— )

Kurzdaten: BSX 62 BSX 63 BSX 64
Kol1ektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 40 60 80 V
Kollektorstrom IC = max, 3 A
Gesamtverlustleistung bei ec § 25°¢ Ptot = max, w
bei & =25% P = max. 875 oW
U tot o
Sperrschichttemperatur 8y = max, 200 C
BSX 62-10 BSX 62-16
BSX 63-10 BSX 63-16
BSX 64-10 —
Gleichstromverstfrkung
bei UCE =1V, I, = 1A B = 63...160 100...250
Transit-Frequenz M /
bei UCE =10V, I, =200 mA i, = 70 MHz
VALVO TRANSISTOREN 1.75
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BSX 62

BSX 63
BSX 64

Absolute Grenzwerte: (gtltig bis GJ nax) BSX 62 BSX 63 BSX 64
Kollektor-Emitter-Sperrspannu
bei UBE = 0: - UCE g = max. 60 80 100 V
bei IB = 0: UCE o = meT. 40 6? 80‘ v
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: UEB o = maXe 5 v
Kollektorstrom: I, = max. 3 A
Basisstrom: Iz = max. 500 mA
Gesamtverlustleistung bei 8, < 25%: Py, = maT. 5 w
Sperrschichttemperatur: OJ = max. 200 °c
Lagerungstemperatur: es = min. =65 °c
8 = max. 200 %
S
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Geh&use: Ropc s 35 K/W
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Bth U -g 200 K/W
6 v 731018 15 —
Plol max Ptol max
(W) (W)
N
N
4 1
A
N
N
N
N
2 05
N
N
N
N
0 0
0 100 35(°C) 200 0 100 9y (°C) 200
175 VALVO TRANSISTOREN
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BSX 62
BSX 63

Kennwerte: bei eG = 25°C, sofern nicht anders angegeben
BSX 62 BSX 63 BSX 64

Kollektor-Emitter-Reststrom

bei U__ = 0
BE <
und U, = 40 Vs - , Ie s =10 (?100) nA
und Upp = 40 V, 8, = 150°C: Ieg s = 10 (2100) ‘ pA
and U, = 60 V: I = 10 (=100) nA
CE o CE S <
und Upp = 60 V, 8. = 150°C: Iop s 10 (2100) ) ;m.
und U, = 80 V: I = 10 (2100) na
CE o CE S <
und U, = 80 V, 8; = 150°C: Ieg s = 10 (2100) pa
Kollektor-Durchbruchspannung >
bei I = 0, I, = 100 pA: U(m) CB o = 60 80 100 v
Kollektor-Enitter-Durchbruchspg. >
bei Iy =0, I, = 100 mA: U(sr) cE 0 © 40 60 80 v
Emitter-Durchbruchspannung >
bei I, = 0, I = 10 pA: U(er) B 0 < ‘5 5 51 v
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei I, =1 4, I, = 100 mA: UsE sat = 0,2 : 0,7) v
bei I, =2 A, I = 200 mA: UcE sat 0,4 (= 0,8) v
Basisspannung <
bei I, =14, Iz = 100 mA: Ube sat = 0,9 (: 1,2) v
bei I, = 2 A, I, = 200 mA: Ugk sat = 1,0 (: 1,3) v
bei Upp = 1V, I, = 100 mA: Upe = 0,72 (: 1,0) v
bei U =1V, Io=1A: ‘,’BE = 0,9 : 1,2) v
bei U, = 5V, Io=2A: Upp = 1,0 (= 1,3) \
Transit-Frequenz . >
bei Upp = 10 V, I, = 200 mA: 2o = 70 (£ 30) MHz
Kollektorkapazitit <
bei Uy = 10 V, I, = 0: C, = 35 (= 70) pF
Schaltzeiten bei ch 1 A <
und IBX = -IBY & 50 mA: tein : 0,3 us
aus = 1,5 us
BSX 62-10 BSX 62-16
BSX 63-10 BSX 63-16
BSX_64-10
Gleichstromverstirkung
bei Uy, =1V, I, = 100 mA: B = 110 180
CE c
. 100 160
bei Upp = 5'V, I, = 2 A: B = 70 120
VALVO TRANSISTOREN 1.75
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BSX 62
BSX 63

BSX 64
MeBschaltung ftir Schaltzeiten:

16V
10
vZ 104
075 LR
AN (]
Uce sat Icilg=10 [{[[ [ | i
v) — Mitteiwerte bei 9y=.. 7
|~ —oberer Streuwert bei 396=25°C[| J/
4
0s 7
ul /
AL/
41 /
A /
025 —
=+ = \00°(' //
e =t =] oC,
,// 1%,
111 'l‘-’on 1
o i I
001 o AT 0
18 Lo
[T11
UBE sat Icllg=10
(V) L~
f“
1 _ A
! -"V ’—!" /
4 25°C 41 L L~
— =TT 2906 L1
I ‘\O()oc
L—r1T]
08 — Mittelwerte bei dy=..
~==oberer Streuwert bei ¥ =25°C
0
001 X 1 geA) 10
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BSX 62

BSX 63
BSX 64

vD731022

200
Tg=2mA BSX 62] |
lc '—""—-—_—_‘ '
(mA) N 11,8 MA
150 L1116 mA
s 1,4 mA
1,2mA
— 1
100 1mA
10,8 mA
L~
50 °'61"“l‘
L~10,4 mA
0,2mA
0
0 20 40 Uge (V) 60
200 . VD 7310231
, [T Jl5-2mA BSX 63
' t—t BSX 64 |
Ie
(ma)l |- L et TTT 1,8 MA
.
150 .6mA
; 1,4mA
I
1,2mA
1mA
100 —= m|
0,8 mA
—_'_—‘
0,6 mA
50 0,4 mA
T
- 0,2mA
—
0
0 20 40 Uge (V) 60
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BSX 62
BSX 63

BSX 64

VD 731024,
L

11 TTTT1T]
Ucg =1V BSX62-10]
SRR N (N — ] BSX 63 -10
8 e BSX 64-10
- L] N
———-"‘—__ ~:~~ 1 >~
100 100°C — L P —
L 25°C -
25 == \\
=+
= P \
L. b1
—"
1 - Mittelwerte bei 9=...
10 - ———Streuwerte bei ¥5=25°C
! 1
10 100 1000 I¢ (mA)
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